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本研究開発は､｢広禁制帯幅半導体のナノ表層構造評価用極端紫外分光装置の開発｣が評価 ･

測定の対象とする広禁制帯幅半導体であるGaNやAINなどといった窒化物半導体および炭化珪

素 (sic)の内､SiC に対する極端紫外光領域における光学的評価を行うことで､ナノ表層構造

評価用極端紫外分光装置の開発に寄与 しようとするものである｡

具体的には SiCのエピタキシャル膜や種々の成長条件で形成 した siC薄膜を作製 し､紫外光

領域を測定範囲に含む分光偏光解析法を用いてSiCの表層や界面の結晶性評価を行 った｡また､

試作 した極端紫外域顕微分光システムの性能評価を行い､分光測定結果 と併せて､問題点を明

らかにし､今後のシステム性能向上への指針についても検討を行うことを目的とし､最終的に

は SiCの極端紫外領域における分光評価技術の確立を目標とした｡また､本研究開発では､こ

のようにして確立 した極端紫外領域における分光評価技術を用いることによって､SiCの結晶性

の向上や SiO2/SiC界面の改善を図り､SiC電子デバイスの特性向上につながることも念頭にお

いた｡

CVD 法によってエピタキシャル成長 した 4H-SiC膜 とプラズマ CVD 法 によって形成 した

4H-SiC膜に対 し､分光偏光解析法を用いて光学定数を評価 した｡その結果､短波長域での吸収

係数は文献値よりも1桁程度大きく､また作製条件によっても吸収係数の値が変化することが

実験的に確かめられた｡波長 250nmの光の侵入長は 0.1llm程度 となり､当該プロジェク トで利

用する光の波長は 244nmであり､さらにその侵入長が短 くなることから表層構造の評価を十分

に行えることがわかった｡また､文献値に近い吸収係数を有する SiC薄膜がある一方､プラズ

マ CVD法によって形成 した SiC薄膜では吸収係数がさらに大きな値を示 した｡このことは､極

端紫外分光測定で得 られる表層構造の深さ方向に関する情報が試料によって異なることを示 し

てお り､評価の際にはこの点を考慮する必要があることが明らかとなった｡
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